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Jednim z velice slibnych kandidati na moderni, ultra-rychlé paméti typu RAM je tzv. SOT-
MRAM, zaloZena na cisté relativistickém efektu ,,spin-orbit torque® umoziujicim pfepinani
magnetizace feromagnetické vrstvy pomoci elektrického proudu. Aktivni vrstva je soucasti
komplexni struktury obsahujici desitky dalSich tenkych (typicky kovovych) vrstev. Tento typ
MRAM paméti jiz nachazi prvni primyslové aplikace. Aby vSak MRAM pamét mohla
efektivné fungovat, je nezbytna snadnd manipulace s magnetizaci ve feromagnetické vrstve.
K tomu mize vyznamné pfispet optimalizace magnetické vrstvy pomoci vnéjsiho pnuti. Pouziti
flexibilniho substratu KAPTON® pro multivrstvu pfedstavuje snadnou a velmi efektivni
metodu pro vyvolani pnutni (viz Obr.1), kterd je navic pfimo kompatibilni se soucasnou
pramyslovou vyrobu - flexibilni ti§téné spoje jsou v elektronice zcela bézné.

V ramci tohoto projektu se budeme zabyvat moznostmi generace pnuti v tenké flexibilni
multivrstvé Pt/Co/MgO za vyuziti ohfevu laserovym svazkem. Bude pouzit kombinovany
elektro-opticky experiment. Laserovy svazek bude fokusovan na mikroskopické soucastky typu
Hallovskych kiizt (viz obrazek), a pomoci magneto-transportnich metod bude méfena zmena
magnetickych vlastnosti multivrstvy. Student se bude podilet na litografické piiprave soucastek
v laboratotich CEITEC Nano v Brn€. Samotné méteni pak bude probihat v Magneto-Optické
Laboratoii na KCHFO (MFF). Projekt je ur¢en studenttim 2. ro¢niku, v pfipadé zajmu je mozné
jej rozsitit do navazujici bakalatské prace.

Obr. 1: Magnetic tunnel junction
(MTJ) pamét pfipravend na
flexibilnim substratu
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